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We developed a material processing system by using a 300 GHz gyrotron. Partially stabilized 
zirconia ceramics were successfully sintered by using this submillimeter wave material 
processing system. We presented the submillimeter wave sintering results. The submillimeter 
wave sintering curve showed that the sintering was lower for the submillimeter wave processing 
as compared to the millimeter wave processing at the same temperature. In order to understand 
this difference, microscope images of cut surfaces were analyzed. The sub-millimeter wave 





























現在までに，我々はサブミリ波帯での, 熱処理が行える世界で唯一の 300 GHz ジャイ


























図 1   300 GHz 高出力ジャイロトロン材料プロセッシング装置 
(The 300 GHz Material Processing System ) 
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が均一になるように泥しょう鋳込み成形法で作成した。大きさは直径 20 mm，厚さ 5 mm
に制御し，大気中 800 ℃で仮焼きしている。仮焼き後の密度は約 3.0 g/cm3である。 
温度測定については，サブミリ波焼結時は，モリブデンシース(直径 3.2 mm)のタング













は昇温速度 60 ℃/min，それぞれの焼結温度で 10 分間ホールドした後，自然冷却した。






























は(a), (b), (c)と順に焼結温度，相対密度が大きくなっている。 



























図 3.1 ジルコニアセラミックスの緻密化曲線 
65
32031遠赤画外領域研究.indd   65 10/07/27   18:29
 
 
   
0μm                1200μm 
 
(a) 焼結温度 1100 ℃ 相対密度 84.50 % 
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(b) 焼結温度 1200 ℃ 相対密度 92.83 % 
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(c) 焼結温度 1300 ℃ 相対密度 95.00 % 
 
 
図 3.2 組織観察結果 
 
 































Max sintering temperature 1200 ℃




















Max sintering temperature 1300 ℃
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